
耐過酷環境SiC集積回路の研究開発

産業技術総合研究所先進パワーエレクトロニクス研究センター・客員研究員

山梨大学工学部工学科電気電子工学コース・准教授

山本真幸

1

詳細は研究室ホームページをご覧ください 令和７年度 卒業論文配属説明会 (2025/4/9)
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https://newswitch.jp/p/40399

長期的目標：SiC集積回路を作製し、過酷環境下での半導体利用を実現する
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SiCデバイス試作＠産総研ADPERC

(注)2025年４月現在、クリーンルームにおけるデバイス試作は専門の技術スタッフに依頼しています
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γ線照射実験＠QST高崎
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共同研究者

• 産総研先進パワーエレクトロニクス研究センター

田中保宣，黒岩丈晴，中山浩二，梅沢仁

• QST 高崎量子技術基盤研究所

大島武，武山明憲，牧野高紘

• 広島大学 半導体産業技術研究所

黒木伸一郎

• 山梨大学

佐藤隆英
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卒業研究を通して，学部生に求めること

SiC JFET集積回路をSi CMOS集積回路を参考に設計し、
回路シミュレータを用いてその特性を評価する

大学院進学後の研究に備えて勉強する



【追記】山本研での卒業研究について

• 山本研での卒業研究では 「木を見て森を見ず」という状況に陥
ることを避けるために、「専門的なテーマ」よりも「全体像の
把握」を重視しています．

• 山本研での卒業研究期間は「産総研のセンターでの長期イン
ターンを目玉とした、研究室独自の半導体人材育成プログラム
（３年間）の初年度」とイメージしてもらうと分かりやすいか
もしれません．

• 将来、皆さんには現場で作る・測るよりも、現場で得られた結
果を解析・議論し、よりよいモノを提案する力が求められます．
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参考資料
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https://www.mext.go.jp/content/20250407-mxt_nanozai-000040965_1.pdf



https://www.mext.go.jp/content/20250407-mxt_nanozai-000040965_1.pdf
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